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T NMOS grille polySilicium masque JOPE (4”) ou KAR  EL (5”)

NB : chaque séance correspond a une %zjournée

ORGANISATION EN 4 SEANCES (2 jours)

S1

Sur plaque oxydée (oxyde épais 0.5um) avec oxyde gr  avé (masque niveau 2):

Nettoyage

Chargement dans le four pour Oxydation mince (réalisation de I'oxyde de grille
50nm, oxydation séche)

Etape sous-traitée : Dépbt de Si poly

S2

Photolithographie du Si poly (masque niveau 4 )
Gravure RIE

Implantation (ou diffusion)

Nettoyage

Recuit

S3

Dépbt de LTO (étape sous-traitée)

Photolithographie de I'oxyde (masque niveau 5 ) pour ouverture des contacts
Gravure humide de I'oxyde

Nettoyage

Mise sous vide pour évaporation d’aluminium

s4

Dépot d’Al

Photolithogravure de I'Al (masque niveau 6 )
Gravure humide de l'Al

RIE en face arriére pour éliminer 'oxyde + le Si poly
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T NMOS grille polySilicium masque JOPE (4”) sur 2 jours

NB : chaque séance correspond a une %zjournée

Formule 2 : ORGANISATION EN 5 SEANCES

S1

Sur plaque oxydée (oxyde épais 0.5um) avec oxyde gr  avé (masque niveau 2):

Nettoyage

Chargement dans le four pour Oxydation mince (réalisation de I'oxyde de grille
50nm, oxydation séche)

Etape sous-traitée : Dépot de Si poly

S2

Photolithographie du Si poly (masque niveau 4 )
Gravure RIE

S3

Implantation (ou diffusion)
Nettoyage
Recuit

s4

Dépbt de LTO (étape sous-traitée)

Photolithographie de I'oxyde (masque niveau 5 ) pour ouverture des contacts
Gravure humide de I'oxyde

Nettoyage

Mise sous vide pour évaporation d’aluminium

S5

Dépot d’Al

Photolithogravure de I'Al (masque niveau 6 )
Gravure humide de I'Al

RIE en face arriére pour éliminer I'oxyde + le Si poly
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Les étudiants peuvent entrer en salle blanche avec un stylo bille {les crayons papier, feutres. sont
formelement interdits).

Du papier « spécial salle blanche » est disponible a I'intérieur afin que les etudiants, s'ils le souhaitent,
puissent prendre des notes.

Il est interdit d'entrer des feuilles de papiers, des fascicules ou documents imprimés sur du papier
standard ; les enonces de TP ne seront tolérés que s'ils sont inséres dans des porte-folios ou chemises
plastiques, page par page.

Pour des mesures d'hygiéne et de sécurite, la procédure d'habillage dans le SAS d’entrée doit &tre
respectee ;

1} entrer dans le SAS et marcher sur les sols autocollants blancs afin d'enlever la poussiére des
semelles,

2) prendre ensuite des sur-chausses et s'asseoir sur le banc afin de les enfiler puis franchir le
banc et passer de |'autre cdté (en veillant 4 ne pas remarcher sur les sols autocollants avec les
sur-chausses au pied 1),

3) mettre une charlotte (coiffe} en prenant scin de placer tous les cheveux sous celle-ci,

4]  mettre un masque, puis des gants,

5) prendre ensuite une combinaison a sa taille, la mettre (veiller a bien la fermer, jusqu’au
pression sous le cou) puis metire une paire de bottes. Bien vérifier que, lors de l'utilisation des
fermetures eclair les gants n‘ont pas été troués. 5i c'est le cas, les changer.

Travailler avec beaucoup de ngueur, d'une maniére posée et réflechie en sachant toujours ol se situe,
dans la succession des opérations, celle que I'on est en train d'accomplir.

Attention a certains produits gui sont dangereux (port de lunettes obligatoire) : ne pas s'appuyer sur les
paillasses.

Les flacons qui ne sont plus utilisés doivent toujours étre fermes.

Ringage scigné des récipients aprés usage (pour rincer un bécher ou une éprouvette, le remplir 3 moitie,
puis le vider lentement avec un mouvement tournant, réepéter trois fois) En fin d'opération, ranger le panier
dans son bécher et nettoyer soigneusement la paillasse.

Saisir les flacons par le corps et non pas par le bouchon.

Soyez calmes, ayez des gestes lents et précis. Au moindre doute, s'arréter et demander conseil.

Maintenir les plaguettes sous flux laminaire et éviter les manipulations 3 "quatre mains”. Transportez les
plaguettes d’'une salle a I'aufre dans leur boite fermée,

Porter des gants et des lunettes de protection pour toute opération comportant |a manipulation des produits
dangereux suivants :

- HF, H2504, H3P0O4, HNO3, KOH,

- mélange d'attaque du 5102,

- mélange d'attaque de ['aluminium.

Il est vivement conseillé de consulter |z fiche sécurité de chaque produit chimique {dangereux) utilisé et
disponible surle site de I'|NRS www.inrs fr

Deux pharmacies murales de premier secours se trouve en salle blanche, prés du poste de secours.

Chague mélange doit étre effectug 3 aide de I'éprouvetie étiquetée, dans le bécher étiquete ; seul le
panier qui se trouve dans ce bécher peut étre utilisé. Me pas mélanger les paniers.

Les paniers en quariz doivent étre posés sur le papier absorbant disponible, et non pas directement sur la
paillasse, SAUF pour H2504 (risque de combustion du papier).

Penser a vous hydrater reguliérement : présence d'une fontaine d'eau en salle blanche.
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Nous avons modélisé ici au moyen d’'une simulatienMbnte Carlo la trajectoire des
électrons incidents (issus du faisceau d’électramem)s le silicium pour trois énergies
différentes : 10eV, 20eV et
30eV.

Eo[kV]=10; Z=14; W=28.0855; Rho(g/cc)=2.34; Tilt{deg)=0; Traj.No.=300

BS coefficient = 20.33%0

S microns

Eo[kV¥]=20; Z=14; W=26.0855; Rho[g/cc)=2.34; Tilt[deg)=0; Traj.No.=300

BS coefficient = 19.33%

S microns

Eo(kV]=30; Z=14; W=28.0855; Rho[g/cc)=2.34; Tiltjdeg)=0; Traj.No.=300

AN BS coefficient = 17.00%
LT A b :
S

S microns
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Passage de marche

Les bandes de diffusion ont une largeur de 0,02enies bandes de silicium polycristallin
et d’aluminium une largeur de 0,01 mm.

Le motif permettra de détecter d’éventuelles coepuwn I'utilisant comme indiqué sur la
figure ou d’éventuels court-circuits entre les éliénts niveaux (il faudra alors disposer les
pointes de fagcon adéquate).

Les bandes de silicium polycristallin passent &# mharches d’oxyde de champ (oxyde de
champ / zone active).

Les bandes d’aluminium passent sur des marcheyatode champm (SiPoly / zone
active, SiPoly / LTO, oxyde de champ / zone active)
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